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【57】申請專利範圍
1.　一種延伸汲極型金氧半導體電晶體，包含：
一基底；

一閘極設置於該基底上；

一源極摻雜區設置於該閘極一側的該基底中；

一汲極摻雜區設置於該閘極另一側的該基底中；

一薄閘極介電層設置於該閘極下方；

一厚閘極介電層設置於該閘極下方，其中該厚閘極介電層由該閘極下方延伸至接觸該汲

極摻雜區，其中該厚閘極介電層的厚度大於該薄閘極介電層的厚度；

一第二導電型態第一井區設置於該基底中並且包圍該源極摻雜區和該汲極摻雜區；一深

井區設置於該基底中並且包圍該第二導電型態第一井區；

一第一導電型態井區環繞該第二導電型態第一井區；以及

一第二導電型態第二井區環繞該第一導電型態井區，並且該第二導電型態第二井區在該

第一導電型態井區的外側。

2.　如請求項 1所述之延伸汲極型金氧半導體電晶體，其中整個該厚閘極介電層的上表面和
該基底的上表面切齊。

3.　如請求項 1所述之延伸汲極型金氧半導體電晶體，其中整個該汲極摻雜區的上表面和該
基底的上表面切齊。

4.　如請求項 1所述之延伸汲極型金氧半導體電晶體，其中該厚閘極介電層完全埋入於該基
底中。

5.　如請求項 1所述之延伸汲極型金氧半導體電晶體，其中該薄閘極介電層設置於該基底的
上表面之上，該厚閘極介電層設置於該基底的上表面之上。

6.　如請求項 5所述之延伸汲極型金氧半導體電晶體，其中該閘極為多晶矽閘極。
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7.　如請求項 1所述之延伸汲極型金氧半導體電晶體，其中該薄閘極介電層和該厚閘極介電
層相連，並且該薄閘極介電層和該厚閘極介電層之間形成一階梯輪廓。

8.　如請求項 1所述之延伸汲極型金氧半導體電晶體，另包含；
一第一導電型態第一輕摻雜區位在該厚閘極介電層的下方和該汲極摻雜區的下方；

一第一導電型態第二輕摻雜區位在該薄閘極介電層的下方和該源極摻雜區的下方；

一第二導電型態第一摻雜區位在該第二導電型態第一井區中，並且和該源極摻雜區相

鄰；

一第二導電型態第二摻雜區位在該第二導電型態第一井區中，並且位在該第二導電型態

第一摻雜區之一側；

一第一淺溝渠隔離位在該第二導電型態第一摻雜區和第二導電型態第二摻雜區之間，並

且接觸該第二導電型態第一摻雜區和第二導電型態第二摻雜區；以及

一第一導電型態摻雜區位在該第一導電型態井區中。

9.　如請求項 8所述之延伸汲極型金氧半導體電晶體，其中該第一導電型態第二輕摻雜區不
和該第二導電型態第一摻雜區完全重疊。

10.   如請求項 9所述之延伸汲極型金氧半導體電晶體，其中該第一導電型態第二輕摻雜區不
和該第二導電型態第一摻雜區重疊。

11.   如請求項 1所述之延伸汲極型金氧半導體電晶體，另包含一側壁子結構位在該閘極的兩
側，其中至少部分的該厚閘極介電層未和該閘極以及該側壁子結構重疊。

12.   如請求項 1所述之延伸汲極型金氧半導體電晶體，其中該閘極為金屬閘極。
13.   如請求項 1所述之延伸汲極型金氧半導體電晶體，其中該閘極和該汲極摻雜區之間沒有

金屬矽化物阻擋(salicide block)。
14.   如請求項 1所述之延伸汲極型金氧半導體電晶體，其中該厚閘極介電層和該薄閘極介電

層為氧化矽。

15.   如請求項 8所述之延伸汲極型金氧半導體電晶體，另包含：
一第二淺溝渠隔離設置於該第二導電型態第二摻雜區和該第一導電型態摻雜區之間。

16.   如請求項 1所述之延伸汲極型金氧半導體電晶體，其中該薄閘極介電層和該厚閘極介電
層相連，並且該薄閘極介電層和該厚閘極介電層之間形成一斜坡區域連接該薄閘極介電

層和該厚閘極介電層。

圖式簡單說明

第 1圖為根據本發明之第一較佳實施例所繪示的一種延伸汲極型金氧半導體電晶體。
第 2圖繪示的是第一較佳實施例中的延伸汲極型金氧半導體電晶體的部分元件上視圖。
第 3圖為根據本發明之第二較佳實施例所繪示的一種延伸汲極型金氧半導體電晶體。
第 4圖為根據本發明之第三較佳實施例所繪示的一種延伸汲極型金氧半導體電晶體。
第 5圖為根據本發明之第四較佳實施例所繪示的一種延伸汲極型金氧半導體電晶體。
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